EGYESULETI HIREK

. 1977. aprilis 5—15. koz6tt rendezték meg Moszkvaban a
SZVJAZ 77 hiradastechnikai kiallftast, ebben az évben téleg a
hirad4stechnikai konstrukeié és technolégia jegyében, de kisebb
mértékben kidllitottak kész berendezéseket és miiszereket is.

A technolégiai berendezések kiallitasin a nagy témegii, dé
preciziés gyartds lehet6ségeit segité gépeket mutattak be.
Nagy szamban lathattunk NC farégépeket nyomtatott aram-
kori lemezek nagypontossagu furasahoz. Ugyanezt a célt segi-
tik a bemutatott rajzolégépek.

Széles valasztéka volt az Aramkoéri elemek rongtésére, illetve
Osszekottetések létrehozasara szolgal6 berendezéseknek. A sod-
ratos huzal kdtéseket (Wire-wrap) végz6 készillékek képviselve
voltak az egyszerii kézi, valamint az automatikus elektromos,
illetve pneumatikus miikédtetésti szamitégép vezérelt nagy-
teljesitményii gépeklg

A kézi munkat segité szerszamok koziil érdemes megemlite-
ni a Weller cég legtijabb tipust forrasztépakait és szerszamait,
valamint az OK Machine and Tool Corp. huzal csupaszité szer-
szamait, a fogbékat, a csipeszeket.

A hibrid IC elemeinek beiiltetéséhez alkalmas kézi és gépi
forraszté berendezések és szerszamok is érdekl6dést keltettek.

A kiallfitas konstrukciéval foglalkoz6 részét mikrohullama
és egyéb. hiradastechnikai nagyberendezések, mfiszerek,

. valamint rajzeszk6zok, valamint kiilénb6z6 vizsgalé kamrak
‘és alkatrészek reprezentaltdk. A hfradastechnika teriiletérél
a szocialista orsziagok koziil egyediil Bulgaria allitott ki tele-
fonkdzpontokat, radi6telefonokat és szérakoztaté elektronikai
késziilékéket. A - konstrukcidk teriiletén a Telettra (olasz),

a NOKIA (finn), az Ericsson és a Thomson—CSF cégektdl
digitdlis radiérelé lancokat, sokecsatornas primer, szekunder
és tercier PCM-rendszereket, telefonkdzpontokat, adatatviteli
berendezéseket lathattunk. A berendezésekkel kapesolatban az
altalanos észrevételek a kovetkezbk voltak.

= A nagyfrekvencids aramkoroknél igen szilard ,,6nhord6’’

dobozokat alkalmaznak (3—6 mm falvastagsag).

Az ilyen dobozok a fedélesavarokat is magukba tudjak -

foglalni, igy a j6 nagyfrekvencias arnyékolas és mecha-
nikus szilardsag mellett a dobozklalakltés sokkal eszté-
tikusabb.

— Igen-nagymértékii a berendezések integralasi foka. PL
az. Ericsson 0j 30 csatornas PCM berendezésben 1 kar-
tyan 6 csatorna-egységet helyeztek el.

— A keretek csatlakoz6 kabeleinél mar szinte kivétel nél-
kiil a- wire~wrap technikat alkalmazzak.

— B4r lathaté az egységes csatlakozé tipus- haszndlatara
valé torekvés, de azért miiszaki és gazdasagi okokb61
ett6l gyakran eltérnek.

A miiszereket bemutaté legjelentdsebb cégek termékel'

kortil ‘a Hawlett—Packard 1645-—S tipusti adatatviteli hiba
analizatora és ‘Membrain Ltd. MB2420 tipust miniszamit6gé-~

pek vezérelt mérérendszere és a mlkroprocesszor vezérelt mii~

szerek érdemelnek emlitést.

A hfradastechnikai alkatrészek teriiletén a legnagyobb k1-
. 4llit6 az Analog Devices (USA) cég volt.
“. A kiallit6 cégek nagy tobbsége friss anyaggal szerepelt ezen
a jelentds kléllitéson
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1977. ]ﬁmus 16—17-én Lipesében az NDK Elektrotechnikai
Tudomanyos Egyesiilete megrendezte ,,A "Mikroelektronika
modern~ alkatrészeinek alkalmazisa” cfmii konferenciat, me-
lyen egyesiiletiinket Kiirthy Zoltan és Saulert Janos képviselte.

A konferencia harom szekeci6ja koziil kett6t mikropro- |
cesszoros témaknak szentelték. Hasonl6 volt a helyzet a meg-
nyité beszédekkel is amelyekben a mikroprocesszoroknak
igen jelent8s szerepet szantak. Kiemelték ezeknek a modern
eszk6zoknek a fontossigat az ipar szamos teriiletén. Kitfint,
hogy ebben a témaban igen céltudatosan és szervezetten igye-~ .
keznek €l6re haladni a rendelkezésre 4116 er6k megfelel 6ssze-
vonasaval és atesoportositasaval.

Kifejlesztették és gyartjak az U 808 mikroprocesszor rend-
szer elemeit (amely a Intel 8008 mikroprocesszor csaldd megfe-
lel6je). Ez a rendszer ma mar elavult, amit 6k is hangoztattak, -
céljuk vele az eléallitasi technika minél alaposabb elsajatftasa.-
Olyan technolégiai ,,lépes6ket’ tliznek maguk -elé, amit vi-,
szonylag gyorsan és fizembiztosan meg tudnak oldani.

A masodik szekcibban négy eléadas ismertette a fenti rend-
szer kozponti egységeit, az U 501 tipusu 2047 ROM Aramkord-"
ket, az SM 8001 tipusti 256 bites statikus és az U 253 tip.

1024 bites dmamlkus RAM-okat és a rendszer periféria elemeit.
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A hiradasipar gyors fejlédésének egyik kulcsa a modern
szabvanyosftasi munka. A megfelel8 j6 szabvanyok nagymér-
tékben névelik a gyartasi termelékenységet, a termékek miné-
ségi szfnvonalat, de még a javité és altalanos szolgaltatasi te-
vékenység szinvonalat az egész népgazdasag teriiletén is, igy
]elentos befolyast gyakorolnak az altalanos gazdasagi fejlédés-~
re is. Eppen ezért nagy érdekl6dés kisérte a Thilisziben 1977,
junius-21—23. kozott -megrendezett- szabvanyositasi - konfe-
renciat. A konferencia targya: a gépipari gyartmanyok miisza-
ki és mindségi szinvonala névelésének problémai a komplex
szabvAnyositas és egységesités alapjan. A konferencian kb. 350
szakember vett részt a- SZU-b6l.és a szocialista orszdgokbdl.

A HTE-t Vida Béla (MHE) és Siminszky Fedor (EAG),
még a- GTE-t dr. Dukati Ferenc (NSZH) és Kabédi J6zsef
(MSZH) képviselte, akik két el6adassal és-két frasbeli hozza-
szblassal jarultak hozz4a a konferéncia munkajahoz, melyeknek
témaja a hasznalatra alkalmassag és a javité szolgélattal kap-f
csolatos szabvanyositasi kérrdések voltak.

A konferencian elfogadott ajanlasok réviden a kovetkez6k
voltak (ézeket érdemes itthon is kémolyan figyelembe venni);

— A fejlesztés 6 irAnya megkivanja a legfontosabb termé-
kek komplex szabvényositém célprogramjanak kidolgo-
zasat.

— Tokéletesiteni kell a géplparl szabvényosités elméleti
alapjait és médszereit. .

“=— A vallalatok dolgozzak ki az ,,egységes technoldgiai: elG—
készit$ rendszer’ Agazati vAltozatait és vezessék azt bé.

— A szabvanyositandé -termékek ‘miiszaki szinvonalanak

és az egységesités mértékének valés miiszaki-gazdasagi -

alapokon kell nyugodma, és az feleljen meg a KGST
komplex programja.feladatainak.

== A Szabvanybizottsagok, minisztériumok, hatésagok 6
miiszaki fels6oktatasi intézmények gyorsitjak meg a vo~
natkozé szabvanykiadvanyok - kidolgozasat figyelembe
véve a legtijabb tudomanyos eredményeket. Végezzék el
az ,egységes technolégiai el6készit6 rendszer” és az

 segységes szerkesztési -dokumentaciés rendszer’’ haté-

konysaganak elemzését.

— A miiszaki tudomanyos egyesiilétek helyi szervei nyﬁ]t-
sanak hathat6s segftéséget a fentiek eléréséhez.
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‘A r4di6 megalkotéjanak emlékére minden évben megrende-
zik a Szovjetuniéban a Radi6 napjat. Az ebbél az alkalomb6l

_évente megrendezett népszerli nevén:,,POPOV. Napok”-nak

nevezett tudomanyos konferenciakon a résztvevdék szamot ad-
nak az elmult évi fejlddésrdl, az egész Szovjetuniéban elért
eredményekrol az elektrotechnika minden teriiletén. Szamunk-
ra is nagyon jé férum. arra; hogy- Szovjetunié-szerte ismertté
tegyluk eredményeinket, miikodési teriiletiinket. Ez évben
majus 17—20. ko zott a Popov Radi6technikai, Elektronikai és
Hiradastechnikai Mitiszaki-Tudorthanyos ' Egyestilet altal ren-

dezett 32. Radiénapokat ,,mindség. a.népgazdasag -hatékony--

sadganak noévelésében’” témakornek szentelték.
Hazankat tiz kutaté képviselte a hiradastechnikai ipar és

- kutatas kiilonb6z6 terileteirl. Minden magyar résztvevé eld-

adassal készult az lésszakra. Az elad4asok igen jé szinvonalt-
ak voltak és nagy érdeklGdést keltettek.

HEk -

Beszamol6 a ,,Fourth European Speeialist Workshop on Actlve
Microwave Semiconductor Devices’’ Baden 1977.
“aprilis 27— 29. konferenciarél

1977. aprilis 27—29-ig rendezték meg a Bécs melletti Baden-
ben, ebben a fest6i kis fiirdéhelyen a ,,Fourth European
Specialist Workshop on Active Microwave Semiconductor
Devices” konferenciat a Bécsi Mfiszaki Egyetem szervezésé-
ben. A szervezdk W. Fallman és H. W. Thim, a Bécsi Miiszaki
Egyetem professzorai voltak. A rendezvény szinte mar hagyo-
manyos, mivel el6zéleg mar harom alkalommal keriilt ra sor,
idérendben a koévetkez6é helyeken: Aviemore (1972), Calvi
(1973), mindkett6 Franciaorszag és Rénnely (1975) Svédor-
szag. A rendezdk alegsziikségesebb minimumra csékkentették
a konferencia koriili formalitasokat, ennek ellenére, vagy talan

- éppen ezért, a rendelkezésre all6 id6t j6l kihasznalva gazdag

tudomanyos program Keriilt lebonyolitasra. :
A konferencia, a rendez8k elképzelése szerint azt a célt
szolgalta, hogy lehet6vé tegye a formalitasoktél mentes vita-
kat és az informdciéeserét, ezért a résztvevdk javarészt meghi-
vottakb6l keriiltek ki, és a részvétel lényeges kritériuma a
konferencian el6adassal valé szereplés volt.

. A résztvevik szama 65 volt, zomében Angliabél, Francia-
orszégbél és Nyugat-Németorszagbdl (6sszesen 42-en), 11 részt-
vevé a rendezd Ausztriab6l (valamennyien a Bécsi Miszaki

‘Egyetemrdl), 5-en az Egyestilt Allamokbél, 1—1 Hollandiabél,

Olaszorszagb6l és Svédorszagbdl és végiil 4 Magyarorszagrol.
A résztvevék listajabdl, az ezt megel6z6 konferenciak helyszi-
nébdl, stb. nyilvianval6, hogy egy eléggé ,,zartkorli” angol—
francia—nyugatnémet rendezvényrél van sz, még az egyesiilt
allamokbeli résztvevék is mint ,,vendégek” vagy talan meg-
figyel6k voltak jelen.

A konferencian 35 révid eléadas hangzott el. Atfogé, meg-
hivott eldadasok nem szerepeltek a programban, ehelyett annal
t6bb kotetlen diszkusszié, a rendezvény ,,workshop” jellegé-
b6l kovetkezden. Az eldadasok négy nagyobb tématertilet koré
csoportosultak, ezek:

1. Félvezet6 anyagok és vizsgalatuk (8 eldadas);

2. Téreffektus tranzisztorok (11 elbadas);

3. Transzferelektron eszk6zok (Gunn-diéda) (7 eloadés),

4. Lavina (IMPATT) és barrler—m]ekmés (BARRITT) esz-

kozok (9 eldadas).

Miel6tt az érdekesebb eléadasokat kilon-kulor ismertet-
nénk, néhany altalanos megallapitast szeretnénk rogziteni.
A legnagyobb sullyal a galliumarzenid MOSFET tranzisztorok
témakore szerepelt mind az eléadasokon, mind a diszkussziék
soran. Ez az az eszkéz, mely a szilicium bipolaris és téreffektus

-tranzisztorok.altal az alacsonyabb frekvenciasavokban ellatott

funkeciékat a mikrohulldimu frekvenciasdvokban, jelenleg mar
legalabb a C- és X-savokban ellatja. r

Jelenleg az eszkoz teljesitményének még tovébbl novelése
foglalkoztatja a vezet6 nyugati- cégeket, mint ahogy ez w.
Niehaus (Bell Labs., Murray Hill) és P. M. White (Plessey
Company, Caswell) el6adasaibél kideriilt. Jelenleg 6 GHz—en»
4 W, mig 18 GHz-en 0,4 W.az elérhetd teljesitmény.

A ‘mikrohullamu (aktiv) félvezetd eszkozok alapanyaga
szinte kizarélag galliumarzenid. Ennek oka egyrészt a gallium-
arzenid néhany specifikus tulajdonsaga, mint pl. aGunn-effek-
tus fellépte, mely a szilicium alapon elvileg sem megvalésit-
haté eszk6zok készitését teszi lehetévé, illetve a sziliciuménal
kb. 6tszor nagyobb elektronmozgékonységa, mely jéval na-
gyobb - hatarfrekvenciaju - téreffektus tranzisztorok konstru-
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alasat teszi lehet6vé, Masrészt a galliumarzenid anyag és esz-
koéztechnolégidja mar olyan fejlettséget ért el, mely lehetdvé
teszi a relative olcs6 és megbizhaté eszkézok tdmeggyartasat.

A félvezet6 anyagok szekci6jaban L. F. Eastman (Cornell
University, Ithaca) a -mikrohullami “eszkozok, elsGsorban
MOSFET-ek készitéséhez. sziikséges-igen nagy-tisztasagu-gal-
liumarzenid -epitaxids rétegek ndvesztési technolégiajat és a
rétegek vizsgdlata eredményeit ismertette. R. Bruch (Tech-
nische Hochschule, Aachen) elfaddsa is galliumarzenid epi-
taxias rétegek tulajdonsagaival és azok elektromos paraméterei

‘javitasanak lehetGségeivel foglalkozott. Ebben a szekciéban

hangzott el két eldadas az MTA Miiszaki Fizikai Kutaté Inté-
zetébdl, Gulai L. és Gorog T. eléaddsa a galliumarzenid rétegek
elektromos paramétereinek mérésérdl, Pédor B., Mojzes 1. és
Szentpdli B. eléadasa a Gunn-di6dak fejlesztése soran a gal-
liumarzenid epitaxias rétegek és di6daszerkezetek vizsgilatara

. kifejlesztett mérési eljarasokrél és az azokkal nyert eredmé-

nyekrdl (v. 6. Hiradastechnika 28, 42 és 155. oldalak, 1977.).

Nagy érdeklddést keltett L. F. Eastman (Cornell Univer-
sity, Ithaca) masodik el6adasa, melyben nagy tisztasagu indi-
umfoszfid epitaxias rétegek eldallitasarél szamolt be. Az ez ira-
nyu technolégiai kutaté-fejleszt6 munkat az motivalja, hogy
ebbdl az alapanyagbdl nagyobb hatasfoki és magasabb frek-
venciasavokban is miikodé Gunn-diédak készithet6k, mint
galliumarzenidbdl.

A téreffektus tranzisztorokkal foglalkozd szekei6 fontosabb
eredményeir6l mar volt sz6. H. L. Harfnagel és munkatarsai
(University, Newcastle) két el6addsa egyrészt a gigabit/sec
adatsebesség elérésére képes, illetve mikrohullAmi gallium-
arzenid MOSFET tranzisztorok technoldgiajaval valamint ezen
tranzisztorokra épiild monolitikus integralt Aramkorokrél szélt.

" A gigabit/sec adatsebesség elérését lehet§vé tevs galliumarze-

nid téreffektus-tranzisztorokat tartalmazé integralt aramko-
roket  ismertetett M. N. Yoder (Department of the Navy,
Arlington).

ATRW cég galllumarzenld FET IC frekvenciaosztéja 2 GHz
frekvencidig képes a’' jelek feldolgozisara. Ugyanezen cég in-
tegralt, 3 aktiv elemet tartalmazé (Gunn-elem) ES és VAGY
kapuja 5 GHz vivéfrekvencian 1 gigabit/sec adatsebességig
zemel. BPSK demodulatort 5 aktiv elemet (2 FET és 3
Schottky-kapuval vezérelt Gunn-elem) tartalmazé 1C-vel vals-
sitanak meg.

A transzfer elektron eszkozok (Gunn-eszk6zdk) szekciéban
érdeklfdésre tarthat szamot M. J. Howes és D. V. Morgan
(University, Leeds) eldadasa, melyben ramutattak a Gunn-
diédak hatasfoka novelésének egy érdekes lehetdségére. A dié-
dak katédkontaktusa alatt jonbombdzassal egy kb. 0,5 um
vastag tartomanyban lecsokkentik a toltéshordozé koncent-
raciét, az igy kialakitott eldnyds koncentraciéprofil révén az
eszk6zok hatdsfoka 2—3%-r6l 5—7%-ra nétt. J. P. Klein és
munkatarsai: (Laboratoires d’Electronique- et -Physique Ap-
pliquée, Limeil Brevannes) négy fokozati Gunn-diédas erdsitét
ismertettek, mely a 11—18 GHz-es savra készitett Gunn-di6-

- dakon alapul, és 14,25 GHz-es kézépfrekvenecian 31.dB erdsités-

sel rendelkezik, kb 500 MHz-es sdvszélesség mellett. D. V. Mor-
gan és M. J. Howes (University, Leeds) masik el6adasa a gal-
liumarzenid eszkézok ohmos kontaktusai degradaciés folya-
mataival foglalkozott.

Az utols6 szekciéban A. Farragre (Laboratorles d’Electro-
nique et de Physique Appliquée; Limeil Brevannes) a nagy meg-
bizhat6sagu és nagy hatasfoku galliumarzenid IMPATT diédak
fejlesztési eredményeit ismertette. Az eszk6zok tipikus adatai:
1,5 W, illetve nagyobb Kkimené teljesitmény 11,2 GHz-en,
18%, illetve ennél nagyobb hatasfok mellett. Kétféle konst-
rukeiéval is elérték a fenti adatokat. Platina Schottky bar-
rieren alapul6 konstrukei6 esetén a varhaté élettartam 100 000
h 180 °C rétegh6mérséklet mellett, mig epitaxias p+-n atmene-
ten alapuld kialakitas mellett a varhaté élettartam nagyobb
mint 200 000 h 200 °C réteghdmérséklet mellett. G. Caehier
(Thomson-CSF, Orsay) kettds diffundaltatott réteget tartal-
mazé szilicium IMPATT diédés oszcillatort ismertetett, mely
50 GHz frekvenican 200 mW kimendteljesitményt ad. J. G.
Swanson (Chelsea College, London) eldadasaban ramutatott
arra a tényre, hogy a galliumarzenid MIS varaktorok elényo-
sebben hasznalhaték parametrikus. erdsitésre, mint -a p-n
atmenetes vagy Schottky barrieres varaktordiédak.

Osszefoglalva megallapithat6, hogy a konferencia j6 attekin-
tést nyujtott az aktiv mikrohullamui félvezeto eszk6z6k gyor-
san valtozé teriiletérdl.

Pgdér Balint
. MTA Miiszaki Fizikai Kutat6 Intézete




